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光電子運動量顕微鏡を用いた Ir(111)/α-Al2O3(0001)上 CVDグラフェンの評価 
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化学気相成長 (CVD: chemical vapor deposition) 法は大面積かつ高品質なグラフェンを得られ

る有力な手法である。我々はこれまでに、単結晶性を有するエピタキシャル Ir(111)/α-Al2O3(0001)

基板を用いた低圧 CVD法の検討を進め、高品質な単層グラフェンの作製や基板の再利用性を実証

してきた[1]。本研究では、光電子運動量顕微鏡 (PMM: photoelectron momentum microscope) を用い

て Graphene/Ir(111)/α-Al2O3(0001)試料の結晶性や電子の相互作用を評価することを目的とした。 

DCスパッタリング法で成膜したエピタキシャル Ir(111)/α-Al2O3(0001)基板上に CVDグラフェ

ンを成長させ、Graphene/Ir(111)/α-Al2O3(0001)試料を作製した。CVD成長の条件は、成長時ガス流

量比 H2 : CH4 = 100 : 10 (試料#1), 100 : 20 (#2)、成長温度 1000°C、成長時間 30 min とした。

作製した試料に対して UVSOR BL6U に設置されている PMM を用いて価電子帯光電子分光測定

を行った。Fig. 1 に#1 のバンド分散等エネルギー2 次元断面を示す。明瞭な 6 回対称のパターン

を観測し、グラフェンが数 100 µm2 の範囲で高い単結晶性を有することが確認できた。Fig. 2(a)

に KΓK方向の、(b)にMΓM方向の価電子帯分散スペクトル (#1) を示す。Fig. 2(a)において、Fer

mi準位がディラック点の下にあり、グラフェンから Ir(111)への電荷移動が発生していることが明

らかになった。電荷移動量は Fig. 2(b)に示すM鞍点の結合エネルギーから評価可能であり、結合

エネルギーが小さいほど Ir への電荷移動が多く発生し

ている。M鞍点の結合エネルギーは、#1が 2.30 eV、#

2が 2.25 eVであり、#2はより多く電荷移動が発生して

いることが分かった。Ir(111)への電荷移動量はグラフェ

ンのドメイン方向に依存することが報告されており、#

1 はドメイン方向が揃ったグラフェン、#2 は回転した

ドメインが含まれるグラフェンであることが分かり、C

VD 成長において成長時ガス流量比を変化させること

でグラフェンの結晶方位や Ir(111)との電子的相互作用

が変化することが示唆された。以上、本研究では PMM

を用いて Graphene/Ir(111)/α-Al2O3(0001)試料の包括的か

つ定量的な評価に成功した[2]。 
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